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PC (  چينشي متناوب، منظم و مصـنوعي

با ضخامت مشخص، در كنـار هـم    الكتريك

ايــن چيــنش در طراحــي مناســب داراي گــاف 

PBG (هــاي گــاف فوتــوني و ويژگــي. اســت

-در عبـور امـواج الكتـرو    ،ممنوعيت فركانسـي خـاص  

مغناطيسي در اين ساختارها، توجه محققان را به خود 

يك دسته جديد از بلورهـاي فوتـوني   . است

-متا. ماده هستندالكتريك با خاصيت متا

تراوايي الكتريكي و يا مغناطيسي منفـي   

است  معمولها غير انتشار امواج در اين محيط

 .ندشــومــي اســتفاده متنــوعهــاي علمــي 

پيشـتر   ،متـامواد همسـانگرد   يبلورهاي فوتوني بر پايه

بردهـا مـثلا   ري از كاراما در بسـيا . ]1[ اند
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گاف نوار فوتوني و مدهاي نقص در بلور فوتوني يك بعدي 

ي متامواد ناهمسانگردبرپايه

زهراسادات عزيزي
1
، سيده مهري حميدي*

1
، محمد مهدي طهرانچي

1
شهيد بهشتي، دانشگاه پژوهشكده ليزر پلاسما 

2 
ولنجك ، تهران ،يبهشت ديدانشگاه شه ك،يزيگروه ف

Azizi@sbu.ac.ir_:نويسنده مسئولرايانامه *

 

 

از بلور فوتوني يك بعدي  يجديد

-متامواد ناهمسانگرد ارائه مي

گاف ها در ايجاد اثر ضخامت و تعداد لايه

هاي نقص در انتشار و توان عبوري امواج 

در اين،  علاوه بر. استبررسي شده

تنظيم پذيري مدهاي نقص بر اساس 

مهم در آن،  ژگيي تابش فرودي به عنوان وي

، 3نوار فوتوني، گاف 2، بلور فوتوني

  .5، نا همسانگردي

                                                          
1
 Metamaterial 

2
 Photonic crystal 

3
 Photonic band gape 

4
 Defect mode 

5
 Anisotropic 

PC(بلور فوتوني 

الكتريكاز مواد دي

ايــن چيــنش در طراحــي مناســب داراي گــاف . اســت

PBG(فوتــوني 

ممنوعيت فركانسـي خـاص  

مغناطيسي در اين ساختارها، توجه محققان را به خود 

استجلب كرده

الكتريك با خاصيت متاشامل دو دي

 داراي يادوم

انتشار امواج در اين محيط. هستند

هــاي علمــي مينــهزو در 

بلورهاي فوتوني بر پايه

اندمطالعه شده

 
1307 

نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه

  دانشكده مهندسي برق

گيري و مشخصهقطب علمي اندازه

الكترومغناطيسهاي سيستمزير ها وافزاره

گاف نوار فوتوني و مدهاي نقص در بلور فوتوني يك بعدي 

زهراسادات عزيزي

1

جديد چينش :چكيده

متامواد ناهمسانگرد ارائه ميي داراي نقص، بر پايه

اثر ضخامت و تعداد لايه. شود

هاي نقص در انتشار و توان عبوري امواج مدفوتوني و 

بررسي شدهمغناطيسي الكترو

تنظيم پذيري مدهاي نقص بر اساس اين ساختار، 

ي تابش فرودي به عنوان ويزاويه

  .اثبات شده است

، بلور فوتوني1متاماده: كليدواژه

، نا همسانگردي4مد نقص
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